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1. Wstep

W sprawozdaniu przedstawiono wyniki prac nad podwyZszeniem odpornos$ci

pamigci dyskowej MERA 9450 nr 01849/85 wyk. 01 na zakidécenia impulso-

we w obwodzle zasilenia sieciowego.

Zgodnie z wnioskami z badaid odpornosci FD ﬁ] oraz w uzgodnieniu gze

zleceniodawca ustalono, ze wynikiem pracy begdg sformuiowane zalecenia

dotyczsgce:

~ sposobu dotgczania PD do systemu SM

- zmian do wprowadzenia w uk}adach wewnetrznych PD z zastrzezenien
zleceniodawcy, 2ze nle bedg wprowadzane zmiany w uktadach logicznych
na piytach

~ sposobu testowania PD w ramach kontroli jako$ci produkcji przy wy-
korzystaniu testera.

W oparciu o uzyskane dodatkowe materiaiy potwierdzono, ze wymagany

poziom odpornoéci BD na zaktdcenia impulsowe nanostkundowe 5/100 ns

powinien wynosié 500 V.

Teki poziom odporno$ci podano w [5] dla pamieci RKO7 firmy DEC /USA/.

W powyzszym mabteriale podano, ze dla wyiadowah elektrycznodci sta-

tycznej pomierzono odpornosé ok. 450 V dla SM5408 i 250 V dla RKO7.

2. Zalecenia dotyczace poigczeh zewnebtrznych urzadzeh w systémie
SM EMC

W badaniach odpornosci FD [1] stwierdzono zaleznosé poziomu odpornos—
ci pamigci dyskowe] od konfiguracji polgczea PD-TESTER obwoddw
ochronnych, obuddw, zaciskdéw DC BND'i AC GND w pamigeci. We wnioskach
z badan zasygnalizowano producentowi PD koniecunosé fjednoznacznego
okreélenia warunkéw doigczania PD do systemu, zaproponowano wstepne
zalecenia.

Dla wyjaénienia zagadnien poprawnego dotgczania PD do systému prze-
prowadzono analizg dostepnych dokumentéw 1 literatury dotyczgcych
urzadzeh systemu SM EMC [?,5,5] . Za podstawg analizy przyjeto zasa-
dy i zalecenia wyxonywania poigczeh zewnetrznych w zéstawach urzg-
dzeh SM BMC /tzw. drugiej generacji, urzadzed wykonahych ha bazie TTL.
uwzgledniajace problemabtyke kompatybilnosci elektromagnetycznej/
sformutowane w dogumencie RTW [2 .

Dokument ten formuiuje zasady i zalecenia poprawnego wykonywania po—%

tgczen:



interfejsowych miedzy urzgdzeniami
~ obwoddéw zasilania sieciowego
—~ pokgczeh obuddw z wspdlng szyng zasilan wewnebrznych

—~ obwoddéw ochronnych

Celem zalecen Jjest uzyskanie wysokie] odpornoéci urzgdzei zestawu |
na zaklécenia impulsowe w sieci, zmniejszenie wplywu roznic poten-— |
cjatréw roéznych punktdédw uziemienia, obnizenia zaktdcenh radioelektry-
cznych emitowanych.

Zalecenia dotycza samodzielnych urzadzel i zestawdw urzgdzeid zasila-
nych z sieci pradu przemiennego z uziemionym zerem 1 obwodami
interfejsowyni nie posiadajgcyml galwanicznego rozdziedbehia. j
Na rys.l1 pokazano schematy poxgczen zestawidw urzgdzeh umieszczonych ‘i
w jednej wspdlnej obudowie /wspdlnym stojaku/, w ktérym kable inter-
fejsowe nie wychodzg poza obudowg oraz zestawu gsamodzielnycn urzg-—
dzehr, w ktérym odlegiosci migdzy urzadzeniami nie przekraczajg

kilku metréw.

W kazdym urzgdzeniu wyrdzniono trzy podstawowe czgsci: filtr siecio-
wy FS, zasilacz Z, ukitady logiczne UL.

7acisk ochronny Z0 umieszczany jest na obudowle urzgdzenia.

Filtr sieciowy powinien byé umieszczony przy przyigczu sieciowym

i tak, aby drugodci kabli sieciowych wewngtrz urzgdzenia byiy jak
najkrétsze lub byiy ekranowane. Do zacisku ochronnego sg przyigczone
przewodzace ostony filtru, zasilacza, vkzadéw logicznych.

Zwykle wewnatrz zasilacza do Jjego zacisku ochronnego przyigczony |
jest ekran transformatora sieciowego oraz dla samodzielnych urzgdzen
wspbdlna szyna O V do zasilad wewngtrznych. Powyzsze poigczenia po-
winny byé wykonane tak aby zapewnié jak najmniejszg rezystancje 1
indukcyjnodé potaczeh, tworzyly ukiad poigczeh promienisty lub magi-
stralowy z odgazeziéniami.

Przy umieszczeniu kilku urzgdzed we wspdlnym stojaku zaleca sig wy-
dzielié konstrukcyjnie dwie ekranowane przestrzenie /kanaty/ do
potaczeh obwoddw sieciowych 1 interfejsowych. W przestrzeni sieciowe]
nastepuje rozdzial obwodu sieciowego /dwuprzewodowego/ oraz poigcze-
nia poszczegdlnycn urzgdzen do szyny ochronnej stanowigcej przediu-
zenie zacisku ochronnego zestawu. Polgczenia qchronne urzgdzen do
szyny ochronne]j powinny byé nierozigczalne.

W przestrzeni interfejsowe]j utozone sg kable interfejsowe. Dla kazde-
go sygnatu interfejsowego wystepuje para skrgcanych przewoddéw, prze-

wodu sygnalowego /czynnego/ i przewodu powrotnego /0 V dc/
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Jedynie w Jjednym urzgdzeniu zestawu jest wyxonane poigczenie szyny
wspélnej zasilah wewngbtrznycn 0 V dc do obwodu ochronnego /obudowy/.
Jest to urzadzenie, do ktdérego przyigcza sig¢ najwiekszg liczbg kabli
interfejsowych, zwykle jednostka centralna /procesor/.

W zestawie samodzielnych urzadzeh dgzy sie do uzysxkania podobnego
uktadu potaczen. Kable zasilania sieciowego /dwuprzewodowe/, uzie-
mienia i interfejsowe separuje sie odlegioSciowo, lub uxgiada w ryn-
nach stanowiagcych ekranowane wydzielone przestrzenie dla kabli zs-
silania sieciowego i interfejsowego. Konstrukcja przewodzgca rynny
jest wykorzystywana do potgczenia obudéw /obwodéw ochronnych/ i pek-
ni role szyny ochronnej jak to jest wykonywane w zestawie urzgdzen
umieszczanych we wspdlnym stojaku.

Podobnie jak w zestawle urzadzed umieszczonym w stojaku, tylko w
jednym urzagdzeniu Jjest wykonane poiZaczenie O V dc do obwodu ochronne-
go /obudowy’ .

W przyyadkuhkiedy w zestawlie samodzielnych urzgdzeh dopuszcza sie
zasilanie poszczegdlnych urzgdzehd z rdznych gniazdek sieciowych,
kiedy wystapia rdézne punkty uziemienia ochronnego, zaleca si¢ stoso-
waé interfejsy z oddzieleniem galwanicznym.

Interesujace s3 zalecenla dotyczace wymagan na Jjednofazowe przyiacze
sleciowe.

Kabel przyigczeniowy powinien byé trdjprzewodowy w ekranie Joplot
gietki lub rura stalowa/. Ekran powinien byé przyigczony do zacisku

ochronnego zestawu urzgdzed /urzadzenia/ z jednej strony i do zacisku

uziemiajacego tablicy zasila® z druglej strony. Na tablicy zasilah
zacisk uziemiajscy powinien byé przyigczony do uziomu i do przewodu
zerowego zasilania. Przewdd uziemiajgcy nie powinien byé diuzszy od
15 m a rezystancja uziemienia mierzona na zacisku uziemiajgcym nie
powinna przekraczaé 3 om. Zaleca sig aby tablica zasilafl byla
umieszczana na przewodzgcej piycie o powierzchni wiekszej od 1 m2
przyspawane] do konstrukcji stalowej /Sclany budynku/, pokaczenia
obwodu uziemienia byly spawane i okresowo kontrolowane rezystancja
uzionu.
Dla producenta urzgdzenia w systemie Sil EMC wynixajg nastepujgce
wnioski:
- Sposéb doigczenia urzgdzenia do zestawu tworzgcego system musi byé
$cisle okreslony i kontrolowany
- wszystkie poigczenia powinny byé wykonﬁne kablami najkrétszymi

3



- szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zapewnienie jak najmniejszych
rezystancji i indukcyjnodci dla poigczen oc@;onnych i wyréwnujg-
cych potencjaly odniesienia obwoddw /zwane powszecanie uziemiajg-
cymi/. Konfiguracja tych poigczed powinna byé promienista do
jednego punktu

- kable obwoddéw sieciowych, uziemiajgcych i interfejsowe powinny byé j
separowane odlegiosciowo lub umieszczane W spetjalnych konstrukcyj—%

nie wydzielonych, ekranowanych, przestrzeniach

~ wspblny biegun /szyna/ O V dc w systemie powinien by¢ poigczony |
z obudowsg tylko w jednym urzgdzeniu, zwykle w jednostce centralne] i
/procesorze/

~ potaczenia powinny zapewnié zintegrowanie urzadzed zéstawu w jedno
urzadzenie o wyréwnanych potencjatach obuddw i zasilane ze
wspbdlnego przyigcza sieclowego.

Powyzsze ogdlne zalecenia zostaly potwiérdzone w badaniach pamigci

dyskoweJ.

Na podstawie zalecen dla urzgdzen SM EMC ustalono podstawowy ukztad

pomiarowy, dla ktoérego przeprowadzono badania zaktbcaln,sci pamigci.

3, Nieprawidiowosci dziatania urzadzeh i biedy wykrybte w czasie badan

W trakcie przeprowadzanych badah wystgpity niesprawnosci funkcjonalne

we wspbipracy pamigé - tester:

1.1. nieprawidiowy odczyt informacji z aubtomabtycznym przeigczanien
growic, stwierdzony rdéwniez w badaniach odpornosci [ﬂ]. Niepo-
prawny odczyt polegai na wystgpleniu bleddéw w warunkach besz
zaktbceh. Przy odczycie pojedynczymi growicami bigdy nie wysteg-
powaty. Stad badania przeprowadzono przy odczycie informacji
pojedynczymi giowicami. |

1.2. nieprawidiowy zapis informacji zerowej z automatycznym przgig-
czaniem gtowic — niesprawno$é polegaia na bigdnym zapisie infor—;
macji stwierdzonym przy odczycie pojedynczymi giowitami.

W zwigzku z powyzszym wprowadzono zapis informacji pojedynczymi
gtowicami. Pod koniec badah stosowanie powyzszej procedury,
nawet wielokrotnie, nie zapewnialo poprawnego zapisu informacji
gtowicg nr 2.

1.%. dla gtowicy nr 3 wystapii objaw braku startu odczytu od sciezki
nr O przy zapisanej informacji zerowej. Ten objaw nie ustepowat
nawet przy prdébach,wielokrotnie ponawianych, poprzedzanych Zapi-

v

sen informacji.
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Objaw ten ustgpil po badaniach odpornodci zapisu informacji
przy zakidceniach.

dla zapisanej informacji typu F708 przy odczycle informacji
giowicg nr 3 ze Sciezek o numerach powyze]j 128 wystgpiiy objawy
zatrzymania na $ciezce i zliczanie duzej liczby bieddéw. Objawy
te wystepowaty w warunkach bez zakidcedn.

niesprawnodci wykryte w czasie badan w urzagdzeniach:

w testerze zwarcié przewodu obwodu lampki sygnalizacyjnej adresu

$ciezki nr 128 do masy obudowy. Powodem zwarcia byio mechanicz-

ne przyszczypanie przewodu wigzkl przez listwe mocujgcg elementy

na piycie czolowej. Uszkodzenie usunieto. Na przyszlosé proponu-
je si¢ zmiang konstruxcyjng w testerze p. 10.2 umozliwlajgcsg
tatwe wykrycie takich przypadkéw.

pomierzona rezystancja pomiedzy zaciskami AC GND i DC GID pa-
migci przekracza wartodé 30 kom. Swiadczy to o znacznym wzrofcie
rezystancji paska.

zte]j Jjaxodci kontakt wtyczki sieciowej pamieci z bolcem ochron-
nymn gniazda spowodowany niewlasciwym wykonaniem zestyku ochron-
nego wtyczki. Proponuje sie stosowaé inne konstrukcje wtyczki
zapewniajace dobra jakodé potgczéenia.

potaczenia ochronne pokrywy gbérnej i pokryw bocznych w pamieci
/konektorowe/ wymagaiy oczyszczenia z lakieru. Proponuje sig
wprowadzié¢ kontrole miedzyoperacyjna tych poZaczeh.

ekran transformatora sieciowego w pamigci by przyigczony do
piytki zasilacza na lakierowang powiérzchnie. Jako&é poiaczenia
zalewata od sity skrecenia $ruby. Proponuje si¢ wprowadzié kon-
trole miedzyoveracyjng tego poigczenia.

po wymontowaniu silnika wrzeciohé stwierdzono $lady obcierania
paska o piyte silnika. Proponuje sie przevrowadzié kontrole
mechaniczng zespoidw w celu wyjasnienia przyczyn obcierania,
Obcieranie paska o piyte moze byé przyckzyng wzrostu rezystancji
paska, obniza zywotnos¢ paska.

AQO



Zwykle powrdt do stanu normalnych pozioméw odpornodci mozna byto wy-
wolaé wstrzasem przykiadowo spowodowanym zabtrzasnieciem bokryw bocz-

-7 -

4, Objaw niekontrolowanego spadku odporno$sci pamiegci

Po uzyskaniu stanu podwyzszohej odpornofci pamigci /p.7 tab. 7B/,
kilkakrotnie wystapii objaw gwaitownego obnizenia sig odpornosci

pamigci. Podejmowane préby wyjadnienia prazyczyn fizycznych tego obja—i

wu, 2z powoddw zanikania btego objawu, nie daity zadowalajgcych rezul-

tatéw. Stwierdzono Jjednak, %e objaw najczgsdcie]j wystepowai:

po zatoseniu pokryw bocznych podstawy pamieci, &cislej po zatrzas—

nieciu tych pokryw,

po przechyleniu pamigci na strone zasilacza przyktadowo w celu przy-

tgczenia xondensatordw odsprzegajgcych na piytce plateru.

nych pamiegci. .

W xohcowych badaniach pamigci objaw ten wystgpii trwale i1 stwierdza

sie go nawet po transporcie samochodowym pamieci do zleceniodawcy.

Tym razem objaw obnizonego poziomu odpornodci wystgpii w czasie bada-
ni, zakzécalnosci odczytu przy Jjednoczesnym zakidcaniu obweddw siecio-

wych pamieci 1 testersa.

Uzupeinieniem informacji o objawie sa dodatkowe objawy nieprawidiowej
pracy pamigci z systemem mikrokompubterowym /p.9/. Sa to biedna wspdi-

praca z giowicami 2 1 3, a szczegblnie uniemozliwienie wspdipracy

z systemem przy poigczeniu zaciskdédw DC GND i AC GND w pamiegci.
W zwilgzsu z tym proponuje sie aby zleceniodawca przeprowadzii kontrole

pamigci i testera. Zakres kontroli powinien obejmowaé:

T~

—

Wykryte nieprawidiowoéci powinny byé zarejestrowane w celu okreslenia
przyczyn wystgpienla wszystgich nieprawidzowosci opisanych w p.?3 1 p.4.
Po usunigciu nieprawidiowosci dziatania pamieci i testera ewentualnie
po ustaleniu przez konstruktordéw nipotetycznych przyczyn, badsé wprowa-

sprawdzenie napie¢ zasilania wewnetrznego
sprawdzenie izolacji obwoddw sieciowycin i interfejsowych
sprawdzenie funkcjonalne

przeprowadzenie okresowej konserwacji pamieci /szacuje sie, ze pamieéd

przepracowata przeszio 800 h bez konserwacji/.

dzeniu zmian w innym egzemplarzu pamieci, MERA PIAP uwaza za celowe

wykonanie kontrolnego badania zak*décalnosci pamieci u zleceniodawcy.

M



5. Metodyka poprawy odpornosci 1 sposéb przéprowadzania badan

Poprawe odpornosci pamigci realizowano etapami. Istotniejsze etapy to:
- analiza ukladdéw 1 oprzewodowania wewneitrznego pamieci oraz propozy-
cja zmian
- analiza poltgczen zewnebrznych pamigcl z tedbterem, poszukiwanie naj-
korzystniejszego sposobu ich poigczenia realizowalnego w rzeczy-
wistych warunkach eksploatacji i zgodnego z zaleceniami dla syste-
noéw /p.2/
- ocena wpiywu zaproponowanych zmian wewnhgtrznych PD na poziom odpor-
no8ci w ustalone] konfiguracji poigczen i
- ocena wpiywu drugoéci kabli interfejsowego 1 ocihronnego /uziemiajg-
cego/ oraz dodatkowych filtrdéw na odpornosé pamigci przy ustalonej
optymalnej konfiguracji poagczei '
- sprawdzenié zakldcalnodcl pamieci we wspdipracy z typowym sysbtemenm
minikomputerowyn
-~ na podstawie analizy wynikdéw sformutowanie zaleced dotyczgeych spo-
sobu dotaczania PD do systemu, zmian wewngtrz PD, uxiadu pomiarowego
do testowania pamieci, waruinkdw testowania.
Podstawowym kryterium oceny wprowadzanych zmian byiy pomiary zakidécal-
noéci PD. Badania przeprowadzono dwiema metodaml. Plerwsza polegata na
okresleniu pozioméw zakibdcalnosci /odwzorowanych amplitudg i polary-
zacjsa impulsédw/, przy ktdérych zaczely wystgpowaé bigdy przy odczycile
informacji. Druga metg3§8§%%g§§+a na okresleniu liczby bieddw pfzy staZym
poziomie zakibécenr i byta wykorzystywana do sprawdzania wpiywu wprowa-
dzonej zmiany.
We wszystkich pomiarach i sprawdzeniach wykorzystywano takg samg pro-
cedure: -
-~ na oba dyski w warunkach bez zaklécen wpisywano pojedynczymi giowica-
mi informacje zerowg. Postaé informacji ustalono w b&daniach B]
jako najbardziej niekorzystng z punktu widzenia Ukiadl odczytu i
charakteryzujaca sie najnizszg odpornoécig na zaklébcenia,
~ po sprawdzeniu poprawno$¢i zapisu informacji w warunkach bez zakzécei
wprowadzono zakidcenia do obwodu sieciowego pamigci jak w pracy [1]
i rejestrowano liczbe bleddéw przy odczytie pojéedjnczymi growicami.
Zg wynik pomiaru przyjmowano érednig liczbe bleddéw zaréjéstrowang w
trzech kolejnych odczytach. Zrédiem zakldcen byi symulator NSG222
f-my SCHAFFNER opisany w pracy {ﬁ]. Metoda symula¢ji SN1 wg PN-86/E-
-06600. Podstawowy uktad pomiarowy przy wspbiprasy dpamiecli z testerem

pokazano na rys.2.
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Czynnoéé¢ zapisu informacji ponawiano jedynie w przypadkach kiedy w |
warunkach bez zakiécen stwierdzano wystgpienie bleddw lub niepoprawnei
dziatanie urzadzen.

Wszystkie zmiany wprowadzano przy wyigczonym zasilaniu pamigei 1
testera.

Pomiary przeprowadzano po ok. 30 min od wigczenia zasilania pamiegci,
przy zamknietej pokrywie 1 ositonach boczanych pamigci. Napigcie zasi-
lania pamigci zmierzone na przytgczu utrzymywano w przedziale 205 V dg
215 7,

Pomiary dotyczgce konfiguracjl pokaczehd oznaczone grupdwg literg A
przeprowadzono przy wprowadzeniu niektérych zmian oznaczonych lite-
ra B oraz przy zastosowaniu ekranu na kablu interfejsowyh przylaczo“ 3
nym do zacisku GND pamigci. |
Pomiary zakidcalnosci przy wspdipracy pamigci z minikompuberém j
przeprowadzono w warunkach opisanych w p.9.

6. Zakres sprawdzanych zmian

Wprowadzane 1 sprawdzane zmiany zgrupowano nastgpujaco:
A - grupa zmian wykorzystana do okréslénia'konfigurdéji'poiezen
pamieé - tester z uwzglednieniem zaleceh dla urzgdzeh SM EMC po-

danych w p.2
Zatozono podstawowy ukiad poigczéh jak na rys.? oraz brak poig-
czenia w pamigci pomigdzy zaciskami AC GND i DC GHND

A1. badano wpiyw przytaczenii 1 ofigczenia bieguna OV DC testera do
obudowy

A2. badano wplyw zasilania testera z sieci tréjprzewodowe]j oraz 2z
sieci dwuprzewodowe]j przy dodatkowym zewnetrznym poigczeniu
ochronnym

4%. badano wpiyw odlaczenia obwodu ochronnego pamigeci realizowanego
przewodem ochronnym kabla sieciowego.

B - grupa zimian wprbwadzonyth do konstrukecji pamieci’

B1. zaekranowanie plecionksg PL wigzki sieciowej PD, ekran przyZgczony

ochr nne@o- o . o |
do zacisku pPzy przyiaczu sieciowym. Zmiana wykonana przez zlece-

niodawce.
B2, wiaczenie indukcyjnodci w przewdd ochronny kabla zasilania sie-
ciowego. Wartosé indukcyjnodci ok. 10 pH zrealizowany dwoma

koralikami ferrytowymi ozn. 8/3/25

A
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B%. przyigczenie kondemsatoréw odsprzegajgcych obwody zasilania na
platerze /7xbB nF typ KFPm/ /rys.3/

B4, wprowadzenie dodatkowego przewodu O V DC dla obwodu filtracji
napieé 24 V /do kondensatoréw C1 i C2/ oraz zmiana polaczen na
aczéwce uziemied jak na rys.4. Z tgczéwki usunigbo przewdd
ochronny.

B5. wprowadzenie silnika wrzeciona z odprowadzeniem zadunku elektro-
statycznego z wirnika /konstrukcja zleceniodawcy/

B6. wprowadzenie xondensatoréw odsprzegajgcych w zasilaczu. Kondensa-
tory 56 nF przyigczane za mostkami prostowniczymi na listwie gLz
pomiedzy zaciskami 5-6, 7-2, 7-8, 7-9, 7-11, 7-12

B7. wyprowadzenie kabla sieciowego PD z przodu obudowy

C - grupa pomiardéw okreflajgcyth wpiyw na zaktdocalhobd pamieci

C1. drugoéci kabla interfejsowego; badanie przeprowadzono przy kablu
o dtugoéci 3 m /wykonanie normalne/ 1 kablu wydiuzonym do 7 m

Cc2. diugodci kabla igczacego obudowg PD do zieml odniesienia /poig-
czenie z zmacisku GND/. Badania wykonano dla zabla PI15 diugosci }
0,7 m oraz 2 m

C3. wprowadzenie dodatkowego filbru sietiowego typu FP250/4 w obwdd
sieciowy pamigci |

C4. wprowadzenie filtru sieciowego wewspdlny obwdd zasilania siecio-
wego pamlgci i testera.

7. Wyniki badah i sprawdzen oraz ich ocena

A. Wyniki badan wykorzystane do ustalenia optymalnej kKonfiguracjl po-
YgczeA pamigé - tester podano w tabl. 7A. Za podstawowy uxiad poig-
czeh przyjeto uklad pokazany na rys.2.

Dla zmniejszenia wpiywu zaktbécen kabla interfejsowego na zakidcalnosé
pamigeci od strony obwodu sieciowego, kabel ten osioni¢to ekranem wykc
nanym z folii miedzianej 0,1 mm. Ekran przytgczono do zacisku GND
pamigci. W pamigcl wprowadzono zmiany w zakresie grupy B /p.6/ oraz
roziaczono zaciski DC GND 1 AC GND. W testerze biegun O V DC przyig-
czono do obudowy. Tester zasilono dwuprzewodowo i przez dodatkowy
filtr przeciwzaktbéceniowy typu FP250/4. Obudowy testera i pamieci
/zaciski GND/ poZaczono z piaszczyzng ziemi odniesienia. W tab. 74
podano wyniki pomiardéw zakidcalnodci przy:

A5
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Rys. 4. PoZaczenia na *gczdéwce uziemied DC GND i AC GND
po zmianie a/ i proponowane w zaleceniach b/.
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Tabl 7 A
Nr |Plapz| Pred zmian: Po zmiany WoTyw |  Vwagd
Lo | oo |Plawel Fee % mionie P J .
e L e oo | | eiaate |FOTY | Ocevia zmacany
410 |+ | 230 3 470 5  |+240 | Odfaczenie przewodu
- 4160 4 400 5 +240 | ochronnego od FD (A3)
4|+ 400 42 560 2 *A60 ‘
- 400 3 410 2 + 70 | Podwiyzsza pozrom
21+ | 4160 5 J50 2 + 90 | odpo¥rosci
- | 460 8 250 | 5 |+90
3 |+ 440 A 490 3 + 80
- 140 5. 460 5 +50
2 10 |+ 400 A 470 4 +70 | Dolaczerme DVDC w
- 2 80 4 380 3 |+400 festerze (A4)
A |+ | 470 2 500 7 + 30
- 350 4 390 A 0 Podwyészq /902/bm
2 |+ 250 2 250 2 O od porro sci
| = 490 5 A90 3 0
3 1+ 490 7 A90 5 0
- | A60 16 460 7 0
310 |+ 460 4 beo A |+ 0 Mgmm/adzem'e a?/J)Z()M/OJ/O'
- 250 A 280 4 +30 wego zasilanca festera Z
A4 1+ | 40 1 560 3 |00 | dSdatbowgm uwziewm (A2)
- Lwo | 4 | 560 | 2 l|+e0 J
21+ | 49 1 230 | A4 |+40 | Pdwyisza pozonn
- 950 G 250 A O_| odpstnosa
31+ | 460 9 160 4 0
- | 460 |14 460 7 0
g O |+ LeO ? V%Z/bm ZaklBcatmosci’
~ 280 -6 ukTadu podstawoweyo
A |+ | 560 2 (ze zmianam AA+A2)
_ 500 | 2
9 |+ 230 A
- 230 A
2] + 460 | 8
- A60 A

A8
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1p.1 - zasilaniu testera z sieci 3-przswodowej 1 odigczeniu przewodu

ochronnego kabla sieciowego od przyigcza pamigcel

lp.2 - zasilaniu testera z sieci 3-przewodowej oraz odigczeniu 1

przyiaczeniu bieguna O V DC testera do jego obudowy /zacisk
GND/. W pamigci wprowadzono indukcyjnosé w przewodzie ochron-
nym g£abla sieciowego

1p.3% - zasilaniu testera z sieciu dwuprzewodowej 1 wprowadzeniu poig-

czenia obudowy testera do ziemi odniesienia. Pozostate warunki
jak wyze]J

lp.4 - podstawowym ukiadzie pomiarowym /rys.2/.

7 analizy wynikédw mozna wyciagngé nastepujgce wnioski:

1/ stwierdza sie znaczacy wpiyw na pozibm zakidcalnofci pamigcel
pokgczehd ochronnych. Uktad polgczen, w ktérym nidaystgpuje petla
uziemiajgca, biegun wspbdlny O ¥ DC uktaddédw logicznych jest poig-
czony z obudowg w jednym urzgdzeniu zapewnia najwyzszg odpornosé .
Uzyskany rezultat jest potwierdzeniem zaleceh Botyczacych polgczen
zewngtrznych urzgdzeh w systemie SM EMC /p.2/.

Podstawowy uklad pomiarowy Jjest’ odpowiednikiém zalecanego ukfadu
potgczeh przedstawionego na rys.?l. Zmienia odniesienia jest odpo-
wiednikiem rynny - rys.10.

2/ poniewas pamigé dyskowa jest samodzielnym urzadzeniem wykonanym w
I klasie ochronnodci dla speinienia zaleced oméwionych w pilerwszym
wniosku wprowadzono indukcyjno$é w przewdd ochronny kabla siecio- 3
wego pamigci. Indukcyjnosé ta /ok. 10 pH / nie zwieksza rezystancji
polgczen obwodu ochronnego w .zakresie czestobtliwosci sieciowych
ale wprowadza znaczng impedancje dla czestotliwodci widma zakidcea.

%3/ badaniami uzupeiniajgcymi sprawdzono, ze utrzymanie poigczenia
DC GHD z AC GND ¥ pamigci jest niekorzystne jezell wystepuje poXg-
czenie o podobnej funkcji w innym urzgdzeniu zestawu systemowego.
Zwykle  _ takie poiaczenie Jest wprowadzone w jednostce cen.
tralnej systenu.

4/ sprawdzono réwnies, Ze przy poprawnym utozeniu kabli potgczenio-
wych /z zachowaniem separacji odlegtodciowe] migdzy kablami/ usu-
nigcie ekranu z kable interfejsowego nile ma znaczgcego wpiywu na
poziom odpornosci pamigci od strony obdowu sieciowego. Zwiekszona

liczba breddw o kilka bigddéw jest pordwnywalna z obserwowang
flukbuacja liczby bieddw rejestrowanych w czasie pomiardw.

AY
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ci podano w tabeli 7B. Wszystkie pomiary przeprowadzono w ukiadzie

poxgczen podstawowym, za wyjgtkiem pomiaréw w 1p.7.
Na podstawie wynikdéw mozna oszacowaé wpiyw zmiany na poziom zakibdcal-

nosci. Do analizy przyjeto stwierdzenie, ze wzrost liczby bieddéw przy

tym samym poziomie zakidécen moze byé traktowany jako obnizenie pozio-

mu zaktdcalnosdci.

/1.

wprowadzone zmiany w pamnigci pod wzgledem skutecznoScl moina usze-

regowaé nastepujgco:

- wprowadzenie indukcyjnodci w przewdd ochronny kabla sieciowego
pamigci /p.6 B2/

- wprowadzenie kondensatoréw odsprzegajacych na platerze /p.6 B.3/

- wprowadzenie dodatkowego przewodu O V rdo kondensatoréw C1 1 C2
/p.6 B4/

przy czym wprowadzenie ekranowanej wigzki sieciowej w pamigcel

jest podstawowynm Warunkiem.zapewniajacym skutecznosé dalszych

wprowadzanych srodkéw

sprawdzono, %e proponowane dalsze zmiany B5, B6, BY7 sg mniej sku-

teczne. Wpiywu ich wprowadzania nie mozna oszacowaé Jjednoznacznie

Uzyskiwane réznice w liczbie zarejestrowanych bleddw miesciity sig

w granicach zmian liczby bieddéw dla kilku kolejnych pomiardw.

Przy czym wprowadzenie silnika wrzeciona z odprowadzeniem radunku

z jego wirnika byto zauwazalne jedynie w przypadku przytgczenia

wyprowadzenia sprezyny dotykaggce] wirnik do obudowy pamigci,

zacisku AC GND. Zmiana trasy kabla przyigczeniowego sieciowego w

obudowie pamigci /wyprowadzenie kabla z przodu/ powodowala zauwa-

zalng tendencje zmniejszenia liczby bieddw.

pomierzone poziomy zakidbdcalnodci uzyskane po pracach poprawy wyno-

szg:
‘przed poprawg Po poprawie ze bo poprawie w sta-
wg [1] zmianami B1...B4 nie obnizonej odpor-
tabl.7B 1p.5 noéci tabl.7B 1p.6
gt. O 190 V. /60/ 280 V /2/ 160 V /15/
1 190 V /44/ 560 V /5/ 280 V /2/
2 190 V /61/ 40 v o /2/ 190 V /4/
3 190 V /e3/ 160 V /3/ 70 V /32/

Podane poziomy sg najmniejszymi poziomami z obu polaryzacji przy
ktérych zarejestrowano wystapienie bleddw odczytu. Dla nizszych

pozioméw zakktécen, amplitud impulséw'biedy w odczycie nie wystepo-

waly.
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Ny Polmyz Przed zmia na,b .;.99 Zmanie Wolyw 1y, Wag:'
e e e K o e i s
O 1+ | 220 A 270 A {440 R ,
A - 4190 2 190 Y 0 Ekrvangwawe wigeh
1 1+ 1 27 A 300 A +30 SieudLey w P (B4)
- 1.230 A 300 A +370 ,
2 | + A90 25 490 25 0 Podvryzszo pozz‘am
- 490 2/ 490 20 0 odpetviosu’
S|+ | 49 18 A90 15 0
- | 490 23 190 34 0
Liczba  bloedow l/\/p]:(jl/\/ Fhziom
Preed zmuans| B znuauie Zniiany zokTocev
(A) (2) (2-4)" | [V]
0|+ 56 6 -50 A90
2 - 5% c3 -3y A€0 chgczewlé dfaw,'/m W
4} + 60 13 - 43 400 prewod ochron ny o (22)
- 60 2 -53 4og
2 ] + 5% 3 -50 A60 Podwyzsza pozion
- 58 4 -54 AGD odpornosc.
30+ 6A 30 ~34 A60
- 60 45 -A5 160
O]+ 5 A -4 4?0
3 - A5 3 -42 350 Zatnstalowante konde msa -
11+ S 3 -2 800 | torow odspregasacych
- 24 5 -4 9 840 ra platerce {33)"7
2 |+ A4 4 -7 430
- A4 40 -4 500 Podwiisza.  poziown
31+ 20 6 - A4 250 | opdpornosc
- A8 AQ -8 A 90
0|+ A9 A4 -5 430
4 - A4 24 0 350 | Zarnstalownwwe Jodatkowegs
A + 5 3 -2 800 pﬂewodu OV doCA:C2 (@4)
- by 50 +6 340 :
g1+ 5 4 -4 430
- A3 8 ~9 500
31+ 3y 30 ay? 750
- 12 g -3 A90
0]+ { 470
5 - 2 280 Poziovny zokiocalnose
1 + 3 300 dlo. wHrystluch znmtan
= 5 560 (B4 +52+23 +134)
21 + 2. 690
- 2 u3g
31+ Z 490
- 3. 460
0 | + /é > 160
6 - 4 160 W, pny wystegieu
4]+ A 280 /Ob/blw}i Jsd?adhmf
i - 2 340 /po'uvaq OL{POVI/MJS‘C(
7| + 4 A90
- 3 490
+ 94 10
- 192 10 Vo)

AN
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4. najczestszymi biledami byiy biedy kwalifikowane przez tester Jjako
btedy danych. W nastepnej kolejnosci pod wzgleden czestosci wyste~
powania byly bledy zegara i adresu. Nie wystgpiiy objawy zakidéca-
nia sie pozycjonowania, ktére to rejestrowano w badaniach [1].

9;_@Z§i§i~299§§§éﬂ poréwnawczych dla zmian z grupy C przedstawiono w

tabeli 7C. Przy pomiarach 1p.1 i 1lp.4 wystapil objaw spadku odpornos-

ci. Dla zilustrowania sxali spadku podano w 1lp.5 poziomy zakkibécalnos-

ci przy normalnym stanie pamigcl.

Na podstawie pomiardw mozna stwierdzil:

1. skracanie dizugosci kabla interfejsowégo i kabla igczgcego obudowy
zapewnia podwyzszenie poziomu odporno$ci pamigcel

2. przy wystapieniu objawu spadku odpornoéci pamieci wpiyw dodatkowe-
go filtru w obwodzle sieciowym jest minimalny. Prazy poprawnym
stanie pamigci przyrost poziomu odpornosci od dodatkowego filtru

sieciowego wynosi $rednio ok. 100 V.

8. Wyniki bgdan dodatkowych i ich ‘ocena

Przy pracach nad poprawg odpornosci pamigcl przeprovadzono szereg

pomiardéw uzupeiniajgcych.

1. Grupa pomiardéw potwiétdzajgléyth salezhosd pbziemu odpornosSci pa-
micci od jako$Sci growic. Wyniki tych pomiaréw przedstawiono w ta-
belach 8.1 i 8.2. ‘

1.1. Przy objawie spadku odpornosci pomierzono poziom sygnaiu na

wyjéciu wzmacniacza odczytu dla poszczegdlnych giowic dla zapisa
nej informacji zerowej /tabl.8.1/. W porbdwnaniu z pomiarami
przeprowadzonymi w pracy B] nie obserwuje sie znaczgcych rdznic
w poziomach sygnaléw /rzedu 0,2 Vpp/. Stwierdzono, Ze poziom
sygnatu odczytu jest nieznacznie wyzszy w przypadku wykonywania
pomiardéw bezpoSrednio po zapisie.

1.2. Przeprowadzone pomiary zakidécalnosci przy zamianie giowic do
wejéé wzmacniacza odczytu pokazano w tabl.8.2. Na podstawie tych
pomiardéw mozna jednoznacznie stwierdzié,zaleznosé poziomu zakid-
cahie-sig pamigcf%%ﬁziomu sygnatu odczytu, Jjakosci growicy.
Przykiadowo giowica nr 1 zapewnia najwyzsze poziomy odpornosci
dla wszystkich wejsé wzmacniacza odczytu.

1.3. Dodatkowo dla kazde]j growicy pomierzono stromosé przyrostﬁ

bteddéw na przyrost amplitudy impulsu zaxidécajgcego. Wynosi ona

Ay
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Tabl #.C
Mv |polangl_Liczba __bTedow Wplyw!  |Rziom | Uwagd
A I Pzed 2me . ' zmiany  lzakTseu zma
[_p glowicy| (mp z(ei)m ang| & Z(Vgl)thiQ (2_4)J T Ocena (any
A10 |+ 44 24 -20 A90
- 43 26 -423 490 | Skvocenie kabla
4|+ 58 29 -29 400 | (n ferfe/'sowego (c4)
~ 5% 37 -20 410
21+ 36 AD -26 A60O Rdwyzsza poziowm
- 20 3 -A7 460 | odpo¥nosc,
31+ 45 40 -5 A60
- 40 45 +5 A60
0|+ 34 A4 -A? 430
2 - 30 24 -6 350 | Skvicente prewodu
A |+ A2 3 -9 800 wermiajacego po (C2)
- 54 50 -A 340
2 1+ 9 4 -8 430 Fodwyzsza poziowm
- 20 g -A2 500 od/)ornas'a.
3]+ 2% 30 +3 250
~ 26 9 -4t A50
01+ 42 2 -40 430
3 - 55 4 -54 400 | Zaklocane jedwoczeswie
41 + 54 Y -50 840 PD+T  prez Foltr
- 54 5 -bg 800 /glzecrwza%'c (ce)
2 |+ 59 2 -5% 690
- 59 A -58 560 | Podwyzsza po2oim
31+ 60 A -59 250 odpo nosct.
- &0 4 -56 230
0|+ 4 A =3 A0 fém/avy 0 Spadku pouowu odgp.
4 - 2 A -/ 70 Dodit4 oy Foltr preeawza-
4|+ AA 2% +A2 30 kTocenowy w cbuwoduie
- A 4 +3 280 S/'eu’ol.ejw Pp  (C3)
9 |+ AS A0 -5 250
- 20 A9 -/ 250 Mepo.:/u@z's?a Potoruu
3|+ 20 2% +3 10 odpornosd.
+ 20 26 -4 Jo
Pred zmiava, . |Po emianie - |Welyw |
Poziom  [Liczba | Poziom_ _|Liczba. | Zmian
zokiscen [v] bledow zakBeen [V eredow | [V]
’ P e /Jm?d Sfad}cwm
O+ | 4o A 400 2 O | pouswiu odporuarc
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w liczble bieddw na 100 V amplitudy impulsu zakidcajgcego
dla growicy nr O +26/100 /400/ ~ 164100 /-280/

nr 1 +26/100 /800/ - 24/100 /-560/

nr 2 + 2/100 /610/ - 8/100 /-470/

nr 3 +%1/100 /160/ - 32/100 /-160/
W nawiasach podano poziom, przy ktérym wykohano pomiary.
JakoSciowo gobsza gtowica ma wyzszg wrazliwodé na zakidcenia
przy nizszych poziomach bezwzglednych.
Gtowica nr 2 charakteryzujaca sig¢ najmniejszg zmiang poziomu
sygnatu dla $ciezki O i 203 ma najmniejszg wrazliwosé.

1.4. Przy stosowaniu generatora impulséw zakidcajgcych, ktéry generu-

a.

je impulsy z czestotliwoscig 12,5 Hz 1 czasie odczytu jedng

gtowicag trwajacym ok. 10 s, maksymalna liczba bigddéw réjestrowa-

nych wynosi ok. 60.
W tym czasie ukiad narazony Jjest ok. 125 impulsami.
Z powyzszego wynika, ze charakterystyka zakiécalnosci w Ffunkcji
anplitudy impulsdw Zaklécajacyoh na postaé charaxkterystyki
przekaznikowej.
Grupa pomiardéw wpiywu xaczenia zaciskéw DC GND i AC GND w pamieci
przy poxgczeniu O V DC testera do jego obudowy. Pomiary przeprowa-
dzono metodsg pordwnawczg przy odczycie informacjli giowicy nr 3.

Na podstawie tych vomiardéw stwierdzono, 2e najkorzystniejsze Jest
usuniecie powyzszego poiaczenia. Prbéby Zgczenia tych zaciskéw
orzez kondensator lub indukcyjnosé nie wpiywaly znaczgco na

zimnie jszenie liczby bieddw.

Pomiary poziomu odpornosci zapisu informacji w ukZadzie podstawo-

wym i przy zmianach B1, B2, B3, B4. Stwierdzono, ze przy poziomie
zaktbced 1300 V /maksymalny poziom amplitudy symulatora NSG 222/
zapis informacji zerowej oraz F708 nie Jjest zakidcony.

Wie wystepowaly dodatkowe objawy zakldécehr w postaci zatrzyman
karetki , ktére wystepowaly w badaniach [1].

Nalezy stad wnioskowaé, ze wprowadzone zmiany podwyzszyty odpor-
noéé pamigci dla zapisu informacji.

W warunkach wystapienia objawu spadku odpornoéci pamieci przepro-

wadzono badanie odpornosci przy sygnale zakidcajacym 5/50 ns zgod-
nym z PN-86/E~-06600. Przy poziomie zaktdcehr 500 V zarejestrowano
nastepujace liczby bieddw:

95
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gtowica nr O 26 /polaryzacja +/ 27 /-/
1 21 21
2 29 28
3 29 29

Wynik tego vomiaru moze byé wykorzystahy do ustalenia formy impul-
su zakldcajgcego. Przy serii impulsdéw 5/50 ns generowanychh z cze-
stotliwodcig 5 kHz przez czas 15 ms 1 powtarzanych co 300 ms kazdsg
paczka impulséw odzwierciedla sige w liczbie bieddw.

Przy stosowaniu syaulatorg J83G222, ktéry generuje impulsy z czg-
stotliwosciag 12,5 dz Jjedynie poitowa impulséw Jjest odzwierciedlona
w liczbie bzeddw.

Ze wzgledu na prostsze rozwigzanie uktadowe generatora pojedyn—
czych impulséw zapewniajgce mozliwosé regulacji amplitudy, propo-
nuje si¢ stosowaé¢ symulator typ H€SG222.

Zaktbcalnogé pamieci we wspdipracy z systemem laboratoryjnym

Po badaniach laboratoryjnycn w MERA PIAP przeprowadzono badania
pamigci dyskowe] we wspdipracy z systemem minikomputerowym u zle-
ceniodawcy. '

Jako system wysgorzystvano zestaw MERA CAJAC 1300 typ wIl-13-01223%3
sktadajacy sie z trzech paneli: CiI 5608, BC 1301, BN 1301.

System wspdipracowatr z PD wykorzystujgc test transaisji o oznacze-
niu DK IR2 32-211251-02. Test zapisuje na dysku informacje, oo
cz&ﬂ dokonuje odczytu 1 sprawdzenla z zawartoscia pamigcl wewne-
trznej.

4 przypadxu wystgpienia niezgodnosci, system genéruje komunikat
wySwiebtlany na monitorze ekranowym. Konfiguracje urzadzeh podczas
badan zakidcalnodci we wspdipracy z systemem przedstawia rys.5.
Czas trwania veinego testu transmisji wynosi og. 2 h. Dla potrzeb
badad zaklbécalnosci czas narasgzenia zakZdceniami ustalono na 2 ain.
Zaisrzona poziomy zazzdcalnosci podano w tab. 9.71.

W celu umozliwienia pordwnania wynikdw powiarow z systemem 1 tes-
terem, badanie z testcerem przeprowadzono w ukiadzie bomiarowynm |
zblizonym do podanego na rys.5. Porniewag w tebcie btranswmisji wy-
stepuje zalenna informacja w celu zblizenia warunkdéw pomiaru, we
wspbipracy z testerem. uiyto wzorcdw informacji 0000 i F708.

Jyniki badah ujeto w tabl. 9.2.

A6
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3. Uwagl dotyczgce warunkdédw badan 1 zachowania sig urzadzen:

4.

a/

b/

c/

w pomieszczeniu zleceniodawcy, w ktérym przeprowadzono badania
panowaia temp. oK. BDOC, vowietrze byio suche

poniewaz w czasie wspbipracy PD z systemem w sposdéb ciagly wy-
stepowaty biedy dla dysku stakego pomiary przeprowadzono jedy-
nie dla kasety /gtowice 0 1 1/

stwierdzono, %e przy poigczeniu zaciskéw DC GND z AC GND w pa-
mieci nie jest mozliwa wspdipraca tego egzemplarza pamigcl z
systemem. W warunkach bez zaklbécen wystgpowaiy, w sposédb ciagty,
btedy identyfikowane przez test jako biedy vordéwnania, twarde

i miekkie

d/dla wspbdipracy PD z testerem przy odczycie informacji F708

e/

gtowica nr 3 ze Sciezek o wyzszych numerach /powyzej 180/ wy-
stepowal efekxt chwilowego zabtrzymania sig¢ giowicy na gcilezce 1
zliczanie duzej liczby bledéw w warunkach bez zakidéced. Dlate-
go wyniki pomiardw w tabl.9.2 dla giowicy 3 sg faiszywe.
stwierdzono, ze egzemplarz PD pod kontrolg bestu transmisji
przez ok. 10 h pracy w warunkach bez zakiécen, w godzinach
nocnych, tylko dla giowic O i1 1 cechuje sig duzag wiernoscig
transmisji. W tym czasie zarejestrowano wystgpienie Jjedynie 2
bledéw. Przecietnie dla produkcyjnych egzemplarzy pamigcl w ta-
kich warunkach badania rejestrowano znacznie wigksze liczby
bzedow.

Wnioski

1. W obu przypadkach wspbdipracy pamieci z systemem i z testerem
poziomy zakiécalnoSci sg niskie

2. Porbdwnanie bezposrednie wynikdw pomiardw nie Jest mozliwe z po-
wodu réznych procedur zapisu 1 odczytu, postaci informacji oraz
czasu narazania impulsami podczas odczytu. # zwlgzxku z tym pro-—
ponuje sie, do ewentualnych badah w przysziosci, opracowal
test wspbipracy PD z systemem, ktéry bedzie pordwnywalny z tes-
tem zadawanym z testera. :

3., Nieprawidlowe dziateniePD z systemem przy pozgczeniu DC GND z

AC GND éwiadczy o wystgpieniu nieprawidlowosci w ukiadzie pa-
mieci. Moze byé ona poszuxkiwang przyczyng fizyczng wystgpienia
stanu obniZonego poziomu odpornosci pamiegci.

29



-26-

10. Zalecenia po badaniach

Na podstawie andl izy wynikédw badad proponujé sie zleceniodawcy wpro-
wadzenie nastepujgcych zalecei:

10.1. Zalecenia dotyczace zmian w PD MERA 9450:

1.1. Wprowadzié ekranowanie wigzki sieéiowe] wewnetrznej w pamieci.
Ekran wigzki izolowany zewnetrznie przyigczony do zacisku ocaron-
nego w zespole sieciowym. Typ ekranu plecionka PL. '

1.2. Wprowadzié kondensatory odsprzegajace na obwodach zasilania
plateru zgodnie z ».6 B3.

1.3. Wprowadzié dodatkowy przewdéd O V DC do kondensatordw C1 i C2
dla obwoddéw 24 V /p.6 B4/.

Przy mddernizacji uporzadkowaé wigzki obwoddw zasilah przyiacza-—
nych do plateru. Przynajmniej przewody dla obwoddw 24 V skrecié.
Celowe Jjest skrecenie przewoddw dla pozostarych obwoddéw i wy-
dzielenie wigzki.

1ol Wprowadzié indukcyjnosé w przewdd ochronny przyigczanego kabla
sieciowego. Proponowane rozwigzanie; nanizanie koralikéw ferry-
towych na przewdd lub owiniecie na rdzeniu pigrécieniowym.
Wymagana indukcyjnosé powyzej 10 pid , lecz nie wigcej niz 0,1 mH

1.5, Wprowadzi¢ kontrole miedzyoperacyjng jakosdci potgczeh ochronnych
w zasilaczu /ekran transformatora p. %.2.5/ oraz osion obudowy
/p. 3.2.4/. |

1.6. Rozwazyé mozliwosé zamiany trasy Kabla sieciowego wewnagtrz obudo-%

wy, aby wyprowadzié go z przodu pamigci bezposrednio z zespoiu %
sieciowego. Ukatwi to zachowanie separacji odlegZosciowej migdzy
kablami potgczeniowymi /p. 10/.

1.7. Usungé poiaczenie pomigdzy zaciskami DC GND i AC GND.

1.8. Wprowadzié procedure doboru gzowic montowanych do pamigci wediug
kryterium poziomu sygnaltu wyjsciowego wzmacniacza odczytu.
Proponowany minimalny poziom sygnatu odczytu informacji zerowe]

powyzej 3,5 Vpp.

10.2. Zalecenia dotyczace zmian w konstrukcji testera

2.1. Wyprowadzié na zewnagtrz obudowy dodatgowy izolowany zacisk C V IC
testera, ktéry bedzie zwierany zwora do zacisxu ochronnego obudc
wy testera. Powyzsza zmiana utatwia wykrycie zwaré wewngtrz tes-—
tera Jak rdéwniez w obwodach interfejsowych do pamig¢ci, badania
Wpiywu zmian uk}adowych /p.3.2.71/. |



- 27 -

2.2. Jezell beda wykorzystywane gniazda sieciowe tesbtera do zasilania
pamieci to nalezy wprowadzié nastgpujace zmiany:
- powiekszyé przekrdj przewoddw w kablu sieciowym testera
- wprowadzi¢ osiong ekranujacg zespdt griazd sieciowych od stro-
ny wnetrza i zzgcza interfejsowego testera.

10.3. Zalecenia dotyczgce dokaczania pamieci do systemu: %

%.1. Obudowa pamieci powinna byé trwale Zaczona z systemem ochronnym

zestawu urzgdzeii wspdipracujacych, szyng ochronng, rynng /rys. 1/

kontrolera, przewodem izolowanym o najkrétsze]j odlegtosci za-

pewniajgcym jednoczednie najmniejszg rezystancje i indukcyjnosé.

3.2. Zasilanie sieciowe pamigci powinno byé zrealizowane z vrzyiacza

sieciowego kontrolera, zestawu systemu. Zasilanie z innych obwo-

déw sieciowycn powinno byé zabronione, gdyz wprowadza niekon-

trolowane rdéznice potencjaidw w zestawie urzadzen systemowych.

3.3. Kabel interfejsowy powinien byé Jjak najkrotszy o struxkturze skrg

canych par przewododw.

3.4, Irasy kabli powinny byé wzajemnie odseparowane odlegtodciowo

5.5

5.0.

/co najaniej 300 wn/ lub wprowadzone w specjalnych rynnach.

Nadaiar kable interfejsowego zaleca sie zwinaé w petle o

srednicy 100 do 150 mm.

Nadaiar kavla siecliowego powinien byé ulozony w pasksg petle

0

dtugoécl ok. 300-400 mm, Petla powinna byé usytuowana z dala

od innyck kabli obwoddédw 1 utozona na mebalowe] konstrukcji.

W

zestawle urzadzed bylko w jednym urzadzeniu powinno byé wyko-

nane poitgczenie O V DC do obudowy /systemu ochronnego/.

W
W

—

przypadku bragu mozliwosci poprawnego wykonania polaczen
szczegdlnodci:

przy zasilaniu pamigcl z innych obwoddw sieciowych niZz kontro-
ler nalezy zastosowaé dodatkowy filtr przeciwzakidceniowy,
transformator izolujgcy

przy koniecznosScli stosowania diuglego kabla interfejsowego
nalezy wprowadzi¢ ekranowanie xabla. Ekran powinien byé poig-
czony do obudowy pamieci.
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10.4. Zalecenia dotyczace zmian w DIR

W tomie I/2 "Instrukcja eksploatacji" wprowadzié zmiany stosowne do
zaleced 10.3. w szczegdlnoscis
1/ w p. 2.4 zmienié sformutowanie na "pamieé Jest gotowa do pracy
PO upiywie co najmnied 30 ain”
2/ w p.3.1 nalezy zmienié¢ sformutowania na takie aby z nich jasno
wynikato:
- ze pamiegé powinna byé zasilana z tego samego przyigcza siecio-
wego co kontroler, jednostka centralna
-~ ze obudowa pamigci powinna byé poigczona do systemu ochronnego
zestawu, z ktérym wspdipracuje
3/ w p. 4.3 nalezy zmienié¢ kolejnosé wykonywania poiaczed na:
- polgczenie obudowy
- kabel interfejsowy
- kabel sieciowy
Wprowadzié stosowne uwagi dot. koniecznobci zapewnienia separagji
odlegtofciowe] miedzy xablami, ukladania nadmiaru kabli interfej-
sowego 1 sieciowego, stosowania najgkrdétszych kabli
4/ w p.4.4 wprowadzié dodatkowe punkty dot. xonbtroli wstepne]
polgczeh ochronnych i zasilania sieciowego.

10.5. Dotyczace testowania i sprewdzania poziomu zakZécalnobci
/odpornoSci/ pamieci

gggz_gzkorzzstaniu testera

1/ zapewnié uklad pomiarowy jak na rys.2. Zwrdcié uwage na diugodci
kabli ochronnych 1 trasy xabli,

2/ badania przeprowadzaé z zerowg informacja zapisywana 1 odczybywa-
ng przy autoamatycznym przeigczaniu giowic. Przy badaniach szczegd-
towych stosowaé odczyt pojedynczymi giowicami.

Drzy wyxorzystaniu systemu tesbtowego_ z_minikomputerem

3/ zapewnié poprawny ukiad potaczeh zestawu urzadzei wg zaleced p.2
Zwrbcié szczegdlng uwage na trasy kabli i poprawne polgczenia
obwoddéw ochronnych

4/ program testowy powinien zapewniaé rejestracje kazdego biedu wy-
krytego przy zapisie 1 odczycie. Funkcjonalnie ‘program powinien
zapewnié Jednorazowy zapis 1 wielokrotne czytanie.

3%
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\

Giéwnie funkcjonalnosé testu powinna byé przystosowana do
sprawdzenia poprawnosci odczybtu informacji.

Kryterium oceny poprawnosci dziatania powinna byé liczba bieddw
/suma bteddéw/ z zadanej liczby cykli odczytu automatycznego.
Przy znanej liczbie impulséw oddziaiywujgcych na badana pamieé
/okredlong przez czestotliwosé generatora/ liczba bieddw moze
byé traktowana Jjako stopa bZedu dla odczybtu lub zapisu.

o . W S Tt S O IR G IS A St S o N A iy S B P RO Y S e S S ML B0 S e

5/

6/

7/

Generator zakidced impulsowych nanosexundowych z pilynng regulacja
amplitudy. Tylko taki generator zapewnia mozliwodé prowadzenia
prac poprawy odpornoSci, sprawdzania skuteczno$ci wprowadzanych
zmian w ukiadzie.

Parametry impulsu zaktdécajgcego powinny odpowiadaé parametrom
impulséw generowanych przez symulator NSG222. Istobtne parametry
to stromosé impulsu 5 ns, czas trwania 50 do 100 ns, rezystancja
wyjsciowa do 50 om. Czgstotliwosé generowania impulséw nie jest
krytyczna. Amplituda impulséw od 50 V do 1000 V, energia do 10 mJ.
Jezell rozwigzanie generatora uniemozliwia piynna regulacje ampli-
tudy to powinien zapewnié skokowg regulacje co 50 V.

Sieé szbuczna peinigca rolg standaryzacji impedancji obwodu sie-
ciowego od strony zasilania. Dodatkowo peini ona role filtru dla
zaktbéced sieciowych, chroni badany uktad przed niekontrolowanymi
zakibceniami sieci oraz sieé¢ od zakldéced wytwarzanych na stanowis—
ku badawczym. Parametry takiej sieci szbucznej podaje
PN-86/E-06000 w zaktaczniku 1.

Powyzsze wymagania speiniajg symulatory zakidcein:

- NSG2224 firmy SCHAFFNER /Szwajcaria/ /sygnat 5/100 ns/

- N8G225 . sygnatr 5/50 ns /wg PN-86/BE-

-06600/z dodatkowym tiumikiem napiegcia wyjéciowego /tiumik taki
nie Jjest produkowany/

-~ generator udarowy opracowany w IKSALiP Wrociaw /sygnat 5/50 ns
wg PN-86/E-06600/ z tiumikiem jak wyzej.

33
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11. Wnioski kodcowe

/‘.

5.

Wymagany poziom odporno$ci dla odczytu i zapisu informacji przy
naktbcaeniach w obwodzie sieciowym pamigci powinien wynosié 500 V.
Taki poziom odpornoéci okreslono w pracy [ﬁ] na podstawie zalecen
PH-86/E-06600. Stusznoéé wyboru takiego poziomu potwierdzajag
pomniary odpornoéci pamigel dysxowych Si-5408 /ZSRR/ RKO7 /DEC USA/
podane w [5].

Dla badanego egzemplarza pamieci MERA 9450 przy wspdipracy pamigcl

7z testerem, po wprowadzonych zmianach, wymagany poziom odpornosci

osiggnieto jedynie dla giowicy nr 1. Dla pozostaiych giowic po-
ziom odpornoéci przy odczycie jest niZszy. Przy czym dla giowicy
nr 2 poziom ten jest w przedziale tolerancji 10 % /p.7 B3/.

Wymagany poziom odpornosci osiggnigto dla gtowic zapewniajacych

najwyzsze poziomy sygnaiu odczytu mierzone na wyjsciu wzmacniacza

odczytu /p.8.1/

Dla zapisu osiggnieto poziom odpornodci powyzej 1300 V.

Na podstawie przeprowadzonych zmian i pomiardéw mozna stwierdzil,

%ze dla pamiegci HMERA 9450 we wspdipracy z btesterem wymagany poziom

odpornoéci dla odczybu informacji mozliwy jest do osiggnigcia

jezeli’ wprowadzl sig:

- wymaganie na poziom syghazu odczybtu z gtowicy, kbéry powinien
byé wysszy od 3,5 Vpp dla najniekorzystniejszego prazypadku,
mierzony na wyjéciu wzmacniacza odczytu /p.8.1/

- kontrolowany uktad poxaczeh obwoddw ochronnych i obuddw
/p.7A, %C/

- zmiany w oprzewodowaniu wewngtrznym pamigci obwoddéw zasilania,
giéwnie dotyczace obwodu sieciowego i obwodu siitowego 24 V
/p.7B/

- xondensabory odsprzegajace dla obwoddw zasilania né platerze
/p.7B/

SzczegbZowe informacje o wpiywie zmian na zakldcalhosé pamigcei

podano w p.p. 7 i 8. '

Badania ujawnity niska jakosé badanego egzemplarza pamieci i pro-

totypu testéra. W obu urzadzeniach nalezy usungé niedomagania

opisane w pu.3. '

Szczegdlng uwage halezy zwrdcié na objaw spadkb odpornosci opisany

w p.4. Wynaga on szczegbdiowe] analizy konstrukbtorskiej w celu
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wyjaénienia i usunigcia fizycznych przyczyn tegd objawu.

Po usunigciu usterek i kontroli urzadzeh celowe jest ponowne
sprawdzenie poziomu odpornodci badanego egzemplarza pamigci.
Stuszne tez jest stwierdzenie p. 4 o celowosci sprawdzenia odpor-
noédci dla innego egzemplarza pamigci, w ktérym wprowadzono by
proponowane zmiany.

W p. 10 sformulowano roéwniez zalecenia dotyczgce procedury testo-
wania zaxibécalnosci pamigci, koniecznych programdéw 1 urzadzen
siecjalistycznych.
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